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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

TRANZYSTOR wv.cz. BFP 479

Krzemowy bipolarny tranzystor p-n-p wielkiej czestotliwosci
0 malyni poziomio szuméw i modulacji skrosnej do 900 MHz jest
przeznaczony do pracy w zakresie UHF/UHF w sprzecie powszech-
nego uzytku, zwhkaszcza w stopniach wejsciowych odbiornikéw TV

pracujecych z duzymi sygnatami.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Napiecie kolektor-baza UOB -25 \Y
Napiecie cmitor-baza UEB =3

Napiecie koloktor-omiter UCE -25 V



Pred kolektora 1¢ -5C mA

Catkowita moc wejsciowa /stata
lub Srednia/ na wszystkich

elektrodach przy tamb 25°C. Ptot 200 nw
Temperatura zdecza L +150 °C
Temperatura przechowywania tstq oc* +/MTe  °c

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Oedn. Wart o$c Warunki
parametru min. typ. max. pomiaru
1 2 3 4 5 6 7
Pred zorowy
kolektora ecbo nA -100 UCB = -20 V
1 ig 0 0
Napiecia prze-j
bicia kolok-
tor_baza U/BR/CBO V _25 IC a _100 y Uu A
iBpo
Napiecie prze-
bicia kolek- 1
tor-emiter U/BR/CEO \ -25 I = -5 mA
4 -0
Napiecie prze-
bici."! emitor-
-baza U/BR/EBO Vv -3 IQ = -10 nA
t »0
o]
Stateczny
wspoédczynnik
wzmocnienia
predowego h21E - 20 uCE = -10 V
s I & -8 mA
Pojemnos¢ ko- -
I9kt0r—baza CCBO ﬂ:’_ 110 UCB = _IO \4
nF 0.85"Kh =m0
f=1 MHz



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNI; c,d.

1 2 3 A 5 6 7
Wopé4czynnak
szumoéw F uCB — 10 V
1. = -8 mA
dB 4,5 f « 200 MHz
dB 6,0 f = 800 MHz
dB 4,5%) f « 000 MHz
Przenoszony zy3k
mocy gt dB 12,5 UucB - “10 V
dB 16, 5*5 IC g ~8 mA
T - 800 MHz
L « 50011
Czestotliwos¢
graniczna T GHz Uc8 - -10 V
IC = -8 mA

T « 100 MHz

Napiecie zakta-

dane, powodujace

l-proc. modula-

cje ckrosne .

1/2 SEM Rg < 50 Udist mv 50 uCB - “10 V
IC u -8 mA

f3 = 400 MHz

- fdint " 320 MHz

* Pcramatry tranzystora przeznaczonego do telewizyjnej
gtowicy w.cz. GW-~I.



INSTYTUT TECHNOLOGII
Al, Lotnikoéw 32746
02-668 Warszawa
Telex 815647

Tel. 435401 Druk ZOINTE ITE zam.
Styczen 1983

Cena 12 zt.

ELEKTRONOWEJ

10/&3 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

TRANZYSTOR W.CZ. BFDP 20
BFDP 20R

Tranzystor BFDP 20R wzgledem BFDP 20 posiada zamienione miej-
scami wyprowadzenia E z B.

Krzemowy bipolarny tranzystor n-p-n wielkiej czestotliwosci

o matym poziomie szumdéw jJest przeznaczony do pracy w ukdadach
wzmacniaczy pracujecych w zakresie UF-1F/VHF.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYDNE

Napiecie kolektor-baza ucaQ 20V
Napiecie emiter-baza UEB 3V
Napiecie kolektor-emiter UCE 12V
Pred kolektora Iq 30 mA

Catkowita moc wejsciowa
/stata lub Srednia/ na
wszystkich elektrodach

przV (amb m 25 Ptot 180 mw
Temperatura zdecza t. +150°C

1
Temperatura przechowywania t@ﬁ? * +150°C

KARTA KATALOGOWA



w Q635 .0,635

8mo

3,20max
2,70min.

min 2)6 — 2,34 max.

B mox

Obudowa tranzystora BFDP 20 /CE-45/



TRY CHARAKTERYSTYCZNE A amb

Nazwa parametru

Pred zerowy kolek-
tora przy It a O

Napiecie przebicia
kolektor-baza przy
ig *0

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy 10 * O

Napiecie przebi-
cia emiter-baza
przy Ic » O

Statyczny wspot-
czynnik wzmocnie-
nia predowego

Pojemnos¢ kolek-
tor-baza przy

IC ao

Wspoétczynnik szu-
mow w uktadzie
wspolnej bazy

Wspoétczynnik prze-
noszenia w przod

w uktadzie wspol-
nego emitera

M.. fosygnatcwy
zwarciowy wspo+-
czynnik przeno-
dzenia predowe-
yo w uktadzie

polnego emite-
ra

Symbol

1C80

U/BR/CBO

U/BR/CEO

U/BR/EBO

h21E

CCBO

S21e

h2le

Oedn .

nA

pF

dB

= 25°C/

Wartoscé

min . typ. max.

- - 100

20 -

12

20 70 250

20 35 -

Warunk i
pomiaru

ucg " 15 Vv

|$ » 100 (JA

IJ, « 5 mA

Ig o 10 ¢iA

UCE " 10 V
Iqg «“ 8

ucBo * 10 V
f - 1 MHz

UucB 3 1° v
I « 8 raA

f a 800 MHz
Z « 500

uC8 - io v
le « 8 MA
f - 800 MHz

Zb - 50 1l

uCB - 10 V
lg- a 8 mA
f « 100 MHz



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al# Lotnikdéw 32746
02-668 Warszawa

Cele= 435401

tIx 815647 Druk ZOINTE ITE zam. [/bf

Cena 40 z+ PRANO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE

1084



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ]

DIODA SCHOTTKY "EGO BAP 280

BAP 280 jest krzemowg diodg Schottky®"ego w obudowie plastyko-
wej CE37 /SOD 23/. Dioda ta przeznaczona jest gtdéwnie do
pracy w mieszaczach w pasmie do H GHz* Moze by¢ réwniez stoso-
wana w detektorach 1 szybkich ukfadach przetaczajgcych*

Na zyczenia odbiorcow diody moga by¢ segregowane na. dwie Orupy

B 1 R ze wzgledu na pojemnos¢ oraz dobierane parami lub ozwor-
kami*

%‘ maxA,1 ‘m
£

Y/ymiary obudowy plastykowej CE3.7

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



COPUS20ZAINIE PARAMETRY EKS PLOATACYJNE

Prad. V* kierunku przewodzenia Ip 30 mA
Temperatura zdgcza 1.00
Temperatura pracy tamb -40 — +85 0
Temperatura przechowywania ety »55 " +100

ELEKTRYCZKE PARAMETRY CHARAKTERYSTYGZNE

Wartosc Warunki
Nazwa parametru Symbol JednO mino o pomiaru

Napiecie w kierunku

przewodzenia u? v 0% 1p= 10mA
Napiecie wsteczne de \Y 4 590 A
Prad wsteczny 0A 250 nE=3vVv
Pojemnos¢ dla- pod- PP//""
ByPons
RAP 280 15,3
UR -0
RAP 280R pP 68l 145
RAP 280B 1,2 TS 1MHz
INSTYTUT TECHNOLOGI1 ELEKTRONOWEJ
Al, Lotnikéw 32/26
02.-608 Wart sawa
tI"U 8156/7 Druk 201ITTS ITE CGO/S7 n. EOO-

Cena 20 z+
kwiecien 1-987

PRAWO REPRODUKCJI ZJUSTKEBZOHE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA SCHOTTKY ”EGO BADP 14

Anoda

Rysunek obudowy diody Schottky*ego BADP 14

Dioda BADP 14 jest krzemowg diodg z barierg powierzchniowg

w obudowie ceramiczno-metalowej 0C4 lub 0C4p. Jest przezna-
czona do praoy w mieszaczach mikrofalowych w pasmie 2 - 4 GHz.
Jej podtypami sa diody: BADP 14A, BADP 14B, BADP 140.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Prad wsteczny n 1 ~UA

Prad w kierunku
przewodzenia Lp 80 mA



Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Catkowita moc strat

/Kierunek przewodzenia/

Temperatura z¥acza

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

r V—

Nazwa
parametru

Napiecie prze-
hicia wstecz-
nego °BH

Pojemnosé
ztgcza

Czestotliwosé
graniczna T

Catkowita moc
strat Ptot

Wspodczynnik
szuméw dla: Fo
BADP 14A
BADP 14B
BADP 14C

Wspotczynnik
fali stojacej ST

Impedancja
diody dla po-
Sredniej cze-
stotliwosci
Ohoigzalnosc¢
mocowa falg
ciggta Pow
Pojemnosc
rozproszona
Catkowita

szeregowa In-
dukcja zastep-

cp

Symbol War toso

Namb -55-100

Astg “N ~100 C
Ptot 50 m.v
™ 150 C
max. Jedn. Warunki pomiaru
B Yo 3x=1 /uA
0,65 pF w( =0V
— GHz —
mKierunek przewo-
50 mwW dzenia

dB P+ =1 mW,f = 3 GHz

7
6,5 F+F = 1,5 dB
6
P+ = 1 mW,RT » 20£
2 f=3CGHz L
P+ =1 mW,RL = 200Q
400 Q f = 3 GHz

50 mwW f 3 GHZ,t = 5 mir

0,25 pF f = 1 MHz

cza Ls 0,8 nH f = 3 GHz
Maksymalna ener

gia pojedyn-

ozego Impulsu - Ei 5 erg T=2,5ns
ANSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ Telex 815647
AL. Lotnikéw 32/46 Tel. 435401

02-668 Warszawa

Druk ZOINTE ITE zam. ¢{/81



i$
IV INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA SCHOTTKY%EGO - BADP 17

Krzemowa dioda z bariere ScHotf£l<y“ego typ BADP 17 przezna-
czona jest g#déwnie do pracy w miaszaczach w pasmie UHF-* Moze
by¢ roéwniazstosowana w detektorach 1 szybkich ukfadach prze-
teczajecych. Dioda ma obudowe plastykowe CE45 T T prze-
znaczone do montazu w uk#adach hybrydowych,

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie wsteczne n 4 V.
Pred przewodzenia = 30 mA
Temperatura ziecza i +100 °C
Temperatura przechowywania tstg -55 * 4125 °C
Temperatura otoczenia tamb -55 ¥ +100 °C
2 BADP 17 BADP 17R
2,2,
2 A -
3 K K

e
o

Odpowiednio zwymiarowany rysunek obudowy

KARTA KATALOGOWA



2 -

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

\

Wartosc¢ Warunki
Parametr Symbol Jedn» .
min. typ- max. pomiaru
Napiecie prze- rav/ X3 w 470 1 mA
wodzenia UF IF ©
m> 600 10 mA
Napiecie prze- m _ 10 VUA
bicia usrR Y 4 xR Y
Pred wsteczny YR nA 250 UR = 3V
- s s (1] o
Pojemnosc cat- pF _ b 1.2 R “ 1 MHz
kowita C tot ’

. 10 mA
Rezystancj a & _ _ 10 fF ° 1 MHz
dynamiczna rT
Wspotczynnik F dB -6 - f = 000 WHz "
szumow

m)
Moc oscylatora lokalnego PO * 9 mW, szumy wzmac-
niacza posredniej czestotliwosci F

0.0z < »-s dn-

ppzv fp.oz " 30 MHz.

INSTYTUT TECHNOLOGI1 ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikdéw 32/46
02-668 Warszawa

tel. 435401
tix. 815647 DRUK ZOINTE ITE zem. -423/06 n.3(K)

wrzesien 1986
Cena z¥+ 20 PRAWO REPRODUKCJ1 ZASTRZEZONE



aa INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]J

DIODA PIN BADP 23

Rysunek obudowy diody PIN BADP 23

Dioda BADP 23 jest krzemowg dioda PIN z dyfuzyjnymi zdaczami
p-1 oraz i1-n. Obudowe ma ceramiczno-metalowg* Dioda jest prze-
znaczona do regulacji 1 przedaczania mocy mikrofalowej* 1Inng

wersja tej diody jest dioda BADP 23A.

PARAMETRY DOPUSZCZA].,)!D

Napiecie wsteczne UR 700 Vv
Catkowita moc rozproszona Ptot 5 W
Temperatura zdacza _ 150 °c
Temperatura przechowywania rstg -55 o+ +125 °c
Temperatura pracy -55 4+ +100 °c

~amb



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Wartosc¢ . ,
parametru Symbol = " T o Warunki pomiaru

Napiecie prze-
bicia wstecz- -
nego UBR 700 - Vv Ir > 10MUA

Pojemnosc
catkowita Ctot - 0,8 pF Hr » 50 Y, « 1 MHz

Pojemnosc
oatkowita Ctot - 1,5 pF UR aOV, f=1 MHz
Szeregowa re-
zystancja za-

stepcza rs — 0,8 Xp = 100.mA, ¥ =1 GHz
Napiecie prze-

wodzenia UE — 1 \Y% IR a 100 mA
Catkowita moc . ®

rozproszona -

P Ptot 5 W ptot " V JF
Rezystancja kierunek przewo-
termlozna Rthj-o - 23 °c/w dzenia
Prad wsteozny % - 1 ~UA UR = 300 Y
Czas przetg- v
Czania trr 500 ns IR=100 mA, Irm=500 mA,

Irr “ °r21RH’zo ~ oa

ng@%czypnik_
fali stojaoej Sv 60 - Y/Y Jd. =0, f= 1 GH
Moc impulsowa
b.w.oz. Poep 2.5 — KW w uktadzie ogranicz-
nika o irapedanoji
g&gppggkypu Z0 = 50 il przy impul-
5 - kW sie 0 "M = 5,8/US

i fp = 350 Hz 7
U < 0V, czas bada-
aia 30 min

Pojemnos¢ roz-

proszona °p - 0,25 pF f = 3 GHz
Szeregowa iIn-

dukcyjnosc

zastepcza ls — 0,8 nH f - 3 GHz
]1nﬂnHTywn1 — (350U-

Al. Lotnikow 32/46 QIONE ig:ex 2%223{

02-668 Warszawa Druk ZOINTE ITE zam. M /8" n.Bx



giffls INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

DIODA PIN BADP 26

£
w31

Anoda
Rysunek obudowy diody PIN BADP 26

Dioda BADP 26 jest krz.emowe diode PIN z dyfuzyjnym zdeczem

p - 1 1 epitaksjalnym zd#eczem i - n. Dej konstrukcja jJest ty-
pu mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym.
Obudowa jJest ceramiczno-metalowa.

Diody BADP 26 se przeznaczone do stosowania w ukdfadach t#u-

migcych 1 przetgczajacych moc mikrofalowg. Inng wersje tej

diody jest dioda BADP 26A.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Prad wsteczny IR 10 ~UA

Catkowita moc strat PL% 2 W
1o



t

Temperatura z4acza
Temperatura przechowywan
Zakres temperatury procy

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa
parametru Symbol
Napiecie prze-
bicia wstecz-
nego

Pojemnoscé
catkowita

UBR

Ctot

Pojemnosc¢

catkowita
podtyp

BADP 26 A

Rezystancja
szeregowa

Ctot

rs
Wspo4czynnik
fali stojacej

Rezystancja
cieplna

Catkowita mo.c
strat

Sv
Rthj-c

P tot

Prad wsteczny <JR
Pojemnos¢

rozproszona

Catkowita
szeregowa
indukcyjnoscé
zastepcza

Cp

Czas przetag-
czania

Czestotliwosdé
graniczna

Moc mikrofalo-
wa przy pracy

impulsowoj pRFP

INSTYTUT TECHNOLOGII ELE
Al. Lotnikoéw 32746

02-668 Warszawa

150
ia “stg -55 T + i
amb -55 T +100
Wartosc . .
min.  max Oedn. Warunki pomiaru
150 - \Y “ 10 yUA
i
- o m pF UR a 50 V,f a 1 MHz
0,35 o0,eo0 pF UR o O V,f m 1 MHz
0,35 0,75 pF
m 1,0 Ip * 100 mA, f a 1 GHz
\'}
60 - Y UR « 0 V,f » 1 GHz
A Kierunek przewodze-
- 60 °c/w nia
Kierunek przewodze-
2 - w nia
- 100 nA UR = 50 V
0,25 pF f a 3 GHz
- 0,8 nH f a 3 GHz
Ip a 100 mA ,URa 50V
3 80 NS Ry a 100sI
300 GHz UR = 100 V,
Ip = 100 mA,f a 3 GHz
= 5,8 yus
C.6 mn uw fp a 350 Hz,zO a 5011
KTRONOWEJ Telex 015647
Tel. 435401
Druk ZOINTE ITE zam. & /81 njwol



INSTYTUT TECHNOLOG» ELEKTRONOWE]J

WARAKTOR N

Waraktor BXDP 43 Jest diodg o"zmiennej pojemnosci- wykonang w
technice mesa z krzemu epitaksjalnego. Przeznaczony Jest do
pracy w powielaczach czestotliwosci w zakresie do 1 CGHz.

Rysunek obudowy
PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR 90 Vv
Catkowita moc rozproszona Ptot 4 OW
Temperatura zdacza p-n tJ 150 AC
Temperatura przechowywania tstg -55 ¢ +100 °“c
Temperatura pracy Aamp 95 4 100 “c

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRA CHARAKTERYSTYCZNE

Wartosc¢
Nazwa parametru Symbol Jedn. ..~ max.
Napiecie przebicia UBR \Y 90 -
Pojemnos¢ z#gcza p-n c3 pF 8 10
Stosunek pojemnosci Ci - 2 -
C2

Catkowita moc rozpro- W 4 _
Szona Ptot
Czestotliwosé . _
odciecia Too GHz 15
Rezystancja o
termiczna c/w - 18
Szeregowa induk-
cyjnosc¢ zastepcza Ls nH 1.2 1.8
INSTYTUT TECHNOLOGI1 ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32/46
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tix 815647
Cena 20 zt. i/
Styczen 1986 DRUK ZOINTE. ITE zam. £6/86

PRAWO REPRODUKCII ZASTRZEZONE:

Wargnki
pomiaru

UR o 6V

przy UR=0
C2 przy Ur=6V

Ptot” UF“TF

UR = 6V,

f = 3 GHz
n. 500



aNMINSTYTUT TECHNOLOGI ELEKTRONOWEJ

WARAKTOR BXDP 44

Waraktor BXDP 44 Jest diodga o zmiennej pojemnosci“wykonang w
technice mesa z krzemu epitaksjalnego. Przeznaczony Jest do
pracy w powielaczach czestotliwosci na pasmo S.

10
B3

Rysunek obudowy

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR 60 Vv
Catkowita moc rozproszona Ptot 2 W
Temperatura ztacza p-n 3 150 °C
Temperatura przechowywania tstg -55 ¥ +100 °c

Temperatura pracy -55 ¥ +100 °c

~amb

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wartosé Warunki

Nazwa parametru Symbol Jedn. min. max. pomiaru

Napiecie przebicia UBR Vv 60 - -

Pojemnos¢ zdacza p-n pf 2,5 3,5 UR - 6V,
f - 1 MHz

o
Stosunek pojemnosci -m 2 - C1l przy UR=0

d C2 przy Ur=oV

Catkowita moc roz-

proszona Ptot . Ptot*V TF

Czestotliwos¢ odcie-
cia

GHz UR =6V,
f = 3 GHz

fco

dla podtypu
BXDP 44A 40

dla podtypu
BXDP 44B 50 -

dla podtypu
BXDP 44C 60 -

Rezystancja ter- . o
miczna Rthj-c

Szeregowa 1nduk- nH
cyjnosc¢ zastepcza Ls 1,5 1,8 -

INSTYTUT TECHNOLOGI1 ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikoéw 32746

02-668 Warszawa

tet. 43-54-01

tix 815647

Cena 20 zt
Styczen 1986 DRUK ZOINTE ITE zam. ¢/¢/86 n. 500

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



stist INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]

Y/ARAKTOR BXDP 45

Waraktor BXDP 45 jest krzemowg diodg o zmiennej pojemnosci
wykonang w technice epiplanarnej. Przeznaczony jest do pracy
w powielaczach czestotliwosci na pasmo S,

RysuneK obudowy

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR- 60 %V
Catkowita moc rozproszona Ptot 2 W
Temperatura z#gcza p-n 150 , °C
Temperatura przechowywania tstg -55 + +125 °c
Températura pracy Aamp ~99 + +100 ¢
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Wartosc¢ Warunki
Nazwa parametru Symbol Jedn. min. max . pomiaru
Napiecie przebicia UBR mV 60 - -
Pojemnos¢ z#gcza p-n pF 2,5 3,5 f « 114
UR =6V
_ .. cl
Stosunek pojemnosci 2,3 Cl przy IR0
C2 ) C2 przy Ur=6V
Catkowita moc roz- ) W 5 _
proszona tot Ptot = UF*XF
CzestotliwosC od- fCO GHz UR =6V,
ciecia £ = 3 CHz
dla podtypu
BXDP 45A 40
dla podtypu
BXDP 45B 50 —
dla podtypu -
BXDP 45C 60 -
Rezystancja termiczna Rthj-o “ A - 40 -
Pojemnos¢ rozproszona cp pF - 0,25 f = 3 GHz
Szeregowa indukcyj- Ls nH - 0,8 F = 3 GHz
nos¢ zastepcza
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikéw 32/46
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647
Cena 20 z+
Styozen 19B6 DRUK ZOINTE ITE zam. ”"6/86 n. 500
PRAWO REPRODUKCJl ZASTRZEZONE



OEM» INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

WARAKTOR BXDP 46

2.1tvb

Waraktor BXDP 46 jest waraktorera krzemowym z dyfuzyjno-epitak-
sjalnym zdaczem p-n w obudowie ceramiczné-metalowej 0C4 lub
OC4p.

Jest przeznaczony do pracy w mieszaczach czestotliwosci.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napijcie wsteczne dr 60 V
Catkowita moc strat Ptot 2w
temperatura ztacza t3. 150°C
temperatura przechowywania t3tg -55 f + 125°C
Temperatura pracy Aamb -55 f +100°C



PARAIIETKY CIIAAAKTEUYSTYCZUE

liazwa paranietru  Symbol Jedn. uairtoscé ggm:ziz
min.  typ. Mmax.
E@piecie prze- N
icia wstocz- -

nego UBR Vv 60 - - IR = 10yuA

Pojernnoo¢ zdg-

cza pF 1.5 - 2,0 1 HHis

Stosunek poje-

mno$ci zkacza pF/pP 2,0 - -

Czestotliwosc

odciecia

dla BXDP 46A" O Gilz 60 Ur=e v f=3lIz

dla 3XDP 4£B Gilz 80 —

Catkov/ita moc W 5 CGieminek

strat Rtot przewodzenia

prad staty

Rezystancja i

termiczna Rthi-c oW - - 60 Kierunek
J przewodzenia

Pojemnos¢ roz-

proszona CP pF - - 0,25 f =3 GHz

Catkowita, sze-

regowa indukcyj- i

nos¢ zastepcza Xs nil - - 0,8 f * 3 GHz

INSTYTUT TECHIi10LOGI1 ELEKTRONOZIQJ

Al. Lotnikéw 32746
02-660 1/arszawa

telex 015647 / h
Druk™ZOWNTJi ITE zara <=/ . =n.



WARAKTOR BXDP 52

Rysunek obudowy waraktora BXDP 52

Waraktor BXDP 52 jest krzemowg dioda epiplanarng z dyfuzyj-
nym z4#gczem p-n w obudowie ceramiczno-metalowej 0C4 +ub
OC4p* Opracowano 2 jego wersje: BXDP 52A, BXDP 52B*

Jest przeznaozony do praoy w powielaozaoh czestotliwosci,

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napieoie wsteczne UR 20 V
Catkowita moo rozproszona Ptot 500 mW
Temperatura ztacza td 150 °C
Temperatura przechowywania tstg -55 r +100 c

Temperatura pracy -55 4+ +100 °c

~amb



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa
parametru

Napiecie prze-
bioia. wstecz-
nego

Pojemnoscé
z¥acza

Stosunek po-
jJjemnosci

Czestotliwosc¢
odciecia dla
podtypu

BXDP 52A
BXDP 52B

Sprawnosc¢ pod-
wajania

Catkowita moc
rozproszona

Rezystanoja
termiozna

Pojemnosc
rozproszona

Szeregowa 1In-
dukcyjnos¢ za-
stepcza

Wartosé

INSTYTUT TECHNOLOGI1 ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikéw 32/46

02-668 Warszawa

Telex 815647
Tel. 435401

Symbol min max Jedn.
UBR 20 Vv
0,5 0,9 pF
. , 2 pF/pF
CJ J
120 UHZz
00 150 GHz
35 %
Ptot 500 mw
Rthj—o 80 °C/W
C 0,25 pF
0,8 nH
Druk ZOINTE

ITE zam.

Warunki pomiaru

Ir = 10yuA

UR « 6 V

Lml -0V,
2

UR 6V

UR> 6 Vjf« 3 GHz

fl = 5,85 GHz, ,.
POML“15° + 200 mW

Ptot " UF*%

P_< 500 mw
9

f a 3 GHz

f = 3 CGHz

24/81 n.pcc



(M INSTYTUT TECHNOLOGU ELEKTRONOWEJ
WARAKTOR BXDP 56

Dioda BXDP 56 jest krzemowym waraktorem ograniczajacym o kon-

strukcji planarnej. Obudowe ma ceramiczno-metalowg 0C4 lub

OC4p.

Dioda jest przeznaczo«<* aCT»nxczania mocy mikrofalowej

w pasmie L.

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR o5 V
Moc catkowita -
rozproszona tot 0,7 W
Temperatura ztacza tj +150 «C
Temperatura i
przechowywania stg =55 + +125 uc
Temperatura pracy ~amb -55 + +100 ~©°p
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Wartosc¢ Warunki
Symbol  Jedn. min. tyn. max oomiaru
1 2 3 4 5 7
Napiecie -
przebicia U(BR) v 25 - Ir = 10 yuA
Pojemnosc
/sxflAUon Gx pF 0,5 0,3 U =0V
Czestotliwosé
odciecia fco CHz 90 - UR =0V
f » 3 GHz
Moc catkowita D r 3
rozproszona "tot 0,7 kierunek
przewodzenia
pradem statym
Rezystancja ,
termiczna Athj-c °c/w - 75 kierunek
przewodzenia
Pojemnosc¢ =
rozproszona cP P - 0,25 f = 3.CHz
Szeregowa
indukcyjnosc Ls nH 0,3 f = 3 GHz
zastepcza
Szeregowa
rezystancja rs Q 1,3 IP = 10 mA
zastepcza
f = 1GCHz
INSTYTUT TECHNOLOGI1 ELEKTRONOWEJ
Al, Lotnikow 32746
02-663 Warszawa
Tel, 43 54 01
TI* 31 56 47
Cena 20 zt PRANO REPRODUKCII ZASTRZEZONE

Druk ZOINTE ITE zam.k3/83 n.3&9



'IODA tADUNKOWA BXDP 82

Rysunek obudowy diody +4adunkowej BXDP 82

Dioda BXDP 82 jest krzemowe diode +4adunkowe o konstrukcji ty-
pu masa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym.
Obudowe ma ceramiczno-metalowe 0C4 lub 0C4p.

Dioda jJest przeznaczona do generacji harmonicznych,

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR 50 \
Catkowita moc rozproszona
wi zp z P tot 3 W

Temperatura zdecza 150 °c



Temperatura przechowywania

"stg

Temperatura pracy *amb
" PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE *

Wartosc¢

Nazwa parametru Symbol min. max.

Napiecie przebicia

wstecznego UBR 50 -

Pojemnos¢ ztecza 1 2

Czestotliwosc .

odciecia Fbo 100 -

Catkowita moc

rozproszona Ptot 3 -

Rezystancja

termiczna Rth - 40

Pojemnos¢ i

rozproszona 0,25
CP

Szeregowa induk-

cyjnosc¢ zastepcza Ls - 0,8

Efektywny czas

zycia nosnikow

mhiej szosciowych T 35

Czas przejscia Tt 250

" INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al _.Lotnikéw 32746
02-668 Warszawa

Telex 815647
Tel. 435401

Druk ZOINTE

-55 125
-55 7 «0O
Warunki
Jedn. pomiaru
pF UR » 6 V
GHz UR - 6 V
"W Pyge 7 VBt Ik
O P < 3W
pF f » 3 GHz
nH 1 BtQHz
*P « 10 mA
ns IR b 6 mMA
ps IF « 10 mA
UR » 10 V
ITE zam. 81/n.1IKC



DIODA tADUNKOWA BXDP 83

Dioda BXDP 83 jest krzemowe diode +adunkowe o konstrukcji ty-
pu mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym.
Obudowe ma ceramiczno-metalowe 0C4 lub 0C4p. Dioda BXDP 83
jest przeznaczona do pracy w generatorach harmonicznych 1 u-
ktadach ksztattujecych impulsy.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne UR 30

Moc catkowita wejsciowa Ptot 2

Temperofur.t ztecza < +150

Temp"- rntur; przechowywania tstg -55 *r +125
-55 + +100

Temperature- pracy dramb



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwg parametru Symbol Wartosc Jedn. Warunki
min typ max pomiaru

ngiecie przebi-

cia UBR 30 \Y IR = 10 yUA

Pojemnos¢ ztecza C1-6 0,5 1,2 pF UR =6 V

Czestotliwosé

odciecia feo 130 - GHz o o& y

Moc cg%kowita

weyscrowa Ptot 2 - Y ptot mv IF

Rezy§tancja o

termiczna iRth - 60 oan Pg< 2W

Pojemnos¢ roz-

proszona cp . - 0,25 PpPF T = 3 GHz

Szeregowa ™ in~

dukcyjnos¢ za-

stepcza Ls 0,8 nH f- 3 GHz

Efektywny czas Ip = 10 mA

zycia nosnikow

mniejszosciowych V 15 ns IR'a6 mA

Czas przejscia Tt 120 pa Ip « 10 mA

UR a 10 V

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikéw 32746
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01
tIx 815647

Druk ZOINTE ITE zam. *7/82 n.*500



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWE]J]

DIODA +£ADUNKOWA BXDP 84

Dioda BXDP 84 jest krzemowg dioda 4adunkowg o konstrukcji typu
mesa z obszarem aktywnym pasywowanym tlenkiem termicznym. Obu-
dowa ceramiczno-metalowa 0C4 lub OC4p, Dioda jest przeznaczona

do generacji harmonicznych.

0C4p

Obudowa diody 4adunkowej BXDP 84

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wsteczne I UR 75 \Y
Catkowitamoc. rozprof.zona Ptot é OW
Temperatura z#acza £ o o
Temperatura przechowywania tstg” -55 «+ +125 °C
.Temperatura pracy oy 00 T +100 °C
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Wartosc Warunki
Nazwa parametru Symbol Jedn. min. max . pomiaru
Napiecie przebicia UBR \% 75 - 1 =10 BIA
Pojemnos¢ zdgcza pF 5,5 7 UR b 6V
Czestotliwos¢ odcie-
cia fco GHz 30 - UR -6V,
T B 3 GHz
Catkowita moc roz- W 4 _
proszona Ptot Ptot=UF * IF
RezystanQ{? termiczna Rthch C/W - 30 PZ<£L w
Pojemnos¢ rozproszona CP PF - 0,25 i = 3 GHz
Szeregowa indukcyj- _
no$¢ zastepcza Ls nH - 0.8 f = 3 GHz
Czas przejscia tt ns n 0,8 1Ip = 10 mA,
UR = 10 V
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
Al. Lotnikow 32746
02-668 Warszawa
tel. 43-54-01
tlx 815647
Cena 20 z+
Styczen 1986 DRUK 7.0INTE ITE zam. A6/86 n.Ww

PRAWO REPRODUKCIJI ZASTRZEZONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA 1i.DRAF.IC/A_7ACA - <" «l%i Bb

Dioda ;XDP 86 jest krzemowg dioda ograniczajaca o konstruke.ji
typu maca z obszarem aktywnym pasywov;anyin tlenkiem termicznym..
Obudowa ceramiczno-; talowa 0OC-4 lub UC-6p. Dio<b- jest przezna-

czona do pracy, w pasywnych orrnniczniknch mocy. mikrofalowej.

Rysunek obudowy

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



iXiPHSXo0:-ALr.K fa;A tky ;;k>i ;a.aiacy.

Napieé.ie wst.ecz.ru' | R 25 \
Catkowita :noc woj:ciow; ftol 0 »7 - W
Temperatura zipcz.a i H-130 °c
Temperatura przechowywani t |5LI' -55 + +125 ;C
Temperatura pracy Eamb -55 + +100 r
Koc impulsowa* b.w.cz. 1 REP 6 W

*5:0c impulsowa b.w.cz. padajaca w ukdadzie ograniczni®

réwnolegteyo w linii koncentrycznej o Z = 50 .0, przy
czestotliwosci F = 3 Gilz, szerokosci impulsu T = 10/s
i czestotliwosci powtarzania f = 100.0 Mz.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZI!IE

Wazvra parametru Symbol aedn. .Wartoéé \évoaner;g:(Lij
min. mar.
Napiecie przebicia “BR \ 25 - ir=io /ja
Pojemnos$¢ catkowita Ctot pF - 0,5 =0 v
Czestotliwos$¢ odciecia foo GHz 100 - UR= 0 V
f= 3 GHz
Szeregowa rezystancja I r=10 mA
zastepcza Mo Q - 2,5 f =1 Gilz
Czas ustalenia charak- 17r=20 mA,
terystyki wstecznej trr ns - 3 | R =100 mA,
Zo=.500Q

Irr rr)~ 0,1 | RV

Catkowita moc

wejéciowa Ptot W 0.7 i Po #sUf * 1 &
Rezystancja termiczna Rt'hj’-c °CIW - 90 P <0,7 W
Pojemnos$s¢ rozproszona CP pF - 0,25 f = 3 GHz
Szere;;owa Indukcyjnosé

zastepcza Le nrl - 0,8 f ==m3 Gilz

IKSTYTUT TECHECLOGII ELEKTRO!iO/T,Al. Lotnikow 32/A6,
02-668 Warszawa,- tlx 8156A7, tel AiI5A01

Druk ZOINTE ITE xam.30</SA
Cena 6 zt PRAWO REPRODUKCJIl ZASTRZEZ; K Maj 19®



DIODY GUNNA CXYP 43

Anoda

Rysunek obudowy diody Gunna CXY1*“43

Diody CXYP 43 sa arsenkowo-galoy/ymi diodami Gunna matej mocy.
Maja obudowy ceramiczno-metalowe. Sg wytwarzane w 4 wersjach:
CXYP 43-1, CXYP 43-2, CXYP 43-3, CXYP 43-4.

Diody sg przeznaczone do generacji mocy mikrofalowej w pas-
mie X.

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie pracy uQ 12 \Y
Zakres temperatury pracy ~amb N
Zakres temperatury przechowywania A <55 - +100 °C

Prad progowy I 350 mA



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa
parametru Symbol
Czestotliwosc
pracy fo

Moc wyjsoiowa:

CXYP 43-1
CXYP 43-2
CXYP 43-3
CXYP 43-4

Napiecie praoy uo

Prad praoy:

CXYP 43-1
CXYP 43-2
CXYP 43-3
CXYP 43-4

Io

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikéw 32746
02—-668 Warszawa

Telex 815647
Tel. 435401

Wartoscé
min. nax. Jedn.
8 12 GHz
5 mw
10 mw
15 - mW
20 mW
6 12 V
125 mA
150 "mA
200 mA
- 225 mA
Druk ZOINTE ITE zam.

Warunki pomiaru

Ije-I/n. C



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODAGUNNA - CXDP 43A

CXDP 43A jest diodg Gunna matej mocy a arsenku galu przezna-
czong do generacji mocy mikrofalowej w pasmie X.
Dioda jest przeznaczona do pracy w generatorze GFX-001.

0,06
PARAMETRY DOPUSZCZALNE
Maksymalne napiecie pracy UCTmax 12
Zakres temperatury
pracy Aamh -40 + +70
Temperatura
-55 + +100

przechowywania tstg



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE mierzone w generatorze GEX-001
W " 25°C/

Nazwa parametru Symbol  Jedn. Wartosc
min typ IT2X
Napiecie zasilania Ui v 8,2 9,0 9.8
Moc zasilania Ptot W _ _ _.2

Nominalna czesto-

tliwosC¢ pracy o MHz - 10400 -
Zakres przestraja-
nia mechanicznego AN o MHz 200 200 -

Moc wyjsSciowa
w zakresie prze-
strajania mecha-

- raN 1 -
nicznego PP 5

INSTITEIT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikéw 32/46
02-608 Warszawa

te] * 43-54-01
tIx 815647 Druk ZOINTE ITE zam.



cemt INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOMLEJ

DIODA GUNKA . CZDP 43-B

CXDP A3-B jest dioda Gunna matej mocy z ,arsénku galu przezna-

czong do generacji mocy mikrofalowej w pasmie X.
Dioda jest przeznaczona do pracy w generatorze GFXE-00Z.e

PARAMETRY DOPUSZCZALNE

Napiecie wej$ciowe ul 12

Temperatura otoczenia t»b _"I0 * t7° ¢
Temperatura 0,
przechowywania . Ltg £ 11uo0

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE mierzone w generatorze GFXE-002
~amb - 25°c/

Nazwa parametru Symbol Jedn. Wartosc¢
min. . BP*. max.
Napiecie wejsSciowe Ul Vv 9.7 10.3 11.3

Catkowita moc

wejsciowa Ftot * W - - 2,2
Nominalna czesto- mh 1*] 9380
tliwos¢ pracy fo MHz 9500 -

Zakres prze-
strajania mecha-
nicznego Aﬂb MU z 400 -

Moc wyjsSciowa PO mwW 10 - -

Przewidziane sa dwie wartosci nominalnej czestotliwosci
pracy .

mINSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikéw 32/A6
02-668 Warszawa

tel .435A01
tix 8156A7 Druk ZOINTE ITE zain. /86 n.

Cena 20 A
PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE









